
目　次

1．Study　on　Perfb㎜ance　Improvement　of　GaN－based　Light　Emi廿ing　Diodes　Grown　on　Silicon（111）　．

　　Substrate　　…………．＿＿．＿．＿＿＿．．．c＿＿．．＿＿＿．＿．．．．．．．＿．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．＿＿．．．．．．．．．＿＿．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．＿．＿．．1＿1

2．本研究に関連した発表・論文．．．．＿．＿＿．．．．．．．．＿．．＿∴＿．．．．．．．＿．：．．．．．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．呼吟．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．＿．5g

［1］

［2］

［3］

［4］

［5］

［6］

［7］

［8］

［9］

［10］PdπnAIN　schottky　diode　with　low　reverse　current　by　sulfide　treatment．．＿．．．＿．．．．．．．．．．＿．＿．＿．．＿．．．．．．．．

［11］Threading　dislocation－govemed　degradation　in　crystal　quality　of　heteroepitaxial　materials：the

　　　case　of　InAIN　nearly　lattice－matched　to　GaN　．．．．．．．．＿．．．．＿＿．＿．．．．．＿．＿．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94

［12］Epitaxial　grapheme　on　Si（111）substrate　grown　by　annealing　3C－SiC／carbonized　silicon．．．．．．．．．．．．．．．．．．98

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く

［13］Ef琵ct　of　growth　temperature　qn　structural　quality　of　InAIN　layer　lattice　matched　to　GaN　grOwn

　　　by　metal　organic　chemical　vapor　deposition’．＿＿．＿．．．＿．＿＿．．．．＿．．＿．＿＿＿＿．．．．．．＿．L＿＿＿．，＿．．．＿＿101

［14］Si基板上AIGaN／GaNヘテロ構造に関する研究＿＿＿．．＿＿＿．．＿．＿＿＿＿＿．＿．．＿＿＿＿＿．＿＿．．．104

Influence　of　deep－pits　on　the　device　characteristics　of　meta1－organic　chemical　vapor　deposition

gro㎜AIGaN／GaN　high－electron　mobility　transistors　on　silicon　substrate＿．．＿＿＿．＿＿＿．．＿．＿＿＿59

1mproved　power　device　figure－of」merit　（4．Ox　l　O8　V2Ω‘lcm’2）　in　AIGaN／GaN

high－electron－mobility　transistors　on　high－resistivity　4－in．　Si　＿＿．．．．．＿．．．．．＿．＿．．＿＿＿＿．．＿＿．＿＿．．．62

Trap　characterization　of　∫η一ぷW　　metal－organic　chemical　vapor　deposition　grown

AIN／AIGaN／GaN　metal－insulator－semiconductor．　heterostructures　by　f士equency　depende皿t

conductance　tec㎞ique．．．＿＿＿＿＿．．．＿．＿．．＿＿．．．．．．＿．．．．＿＿＿．＿．＿．．．．．．＿．．．．．＿＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿．＿．65

Suppression　of　gate　leakage　and　enhancement　of　breakdown　voltage　using　thermally　oxidized　Al

layer　as　gate　dielectric　fbr　AIG州／GaN　metal－oxide－semiconductor　high－electron－mobility

translstors　＿＿＿．＿＿．＿＿＿．＿．＿＿．．＿＿＿＿．＿．＿＿．＿＿＿．＿＿＿．＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿＿＿．＿．．＿68

Characterization　of　GaN－based　light　emitting　diodes　grown　on　4－in．　Si（111）substrate＿．．c．＿＿＿＿72

High　per品㎜ance　of　GaN－based　light　emi廿ing　diodes　grown　on　4－in．　Si（111）substarate．．．．．．．．．．＿．．75

E危・t・fm・t・1－P・ecurs・・gas　rati…nAII・N／G“・t・u・加・e・品・hi帥・伍・i・n・y・1仕avi・1・t

photodiodes　…………………………・………………・・…∵・…………．．．＿．＿＿．＿＿＿．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．＿．．．．．．．．．◆◆．78

Schottky　ba∬ier　height　inhomogeneity－induced　deviation　ffom　near－ideal　Pd乃nAIN　Schottky

contact　＿＿＿＿＿＿．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．＿．．＿．＿．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．＿．＿．＿．．．．＿．＿．．．84

Deep　traps　in　InAIN　lattice－matched　to　GaN　grown　by　metal　organic　chemical　vapor　deposition

studied　by　deep－level　transient　spectroscopy　．．．＿．＿．．．、．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．＿．＿．．．．．＿．．＿．．．．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．87

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91

本研究関連の新聞記事　＿＿．．．．．．＿＿＿．．．．．．．．．＿＿＿．．．．＿＿．．．＿＿．＿．．＿＿＿＿＿．＿．＿．＿．＿．＿＿＿＿．＿＿＿．109

教職員名簿　．＿＿＿．∴＿＿．．．・＿＿．・．．＿＿．＿＿＿．＿．．＿．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．＿．ll5



目　次1．Study　on　Perfb�oance　Improvement　of　GaN−based　Light　Emi廿ing　Diodes　Grown　on　Silicon（111）　．　　Substrate　　…………．＿＿．＿．＿＿＿．．．c＿＿．．＿＿＿．＿．．．．．．．＿．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．＿＿．．．．．．．．．＿＿．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．＿．＿．．1＿12．本研究に関連した発表・論文．．．．＿．＿＿．．．．．．．．＿．．＿∴＿．．．．．．．＿．：．．．．．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．呼吟．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．＿．5g［1］［2］［3］［4］［5］［6］［7］［8］［9］［10］PdπnAIN　schottky　diode　with　low　reverse　current　by　sulfide　treatment．．＿．．．＿．．．．．．．．．．＿．＿．＿．．＿．．．．．．．．［11］Threading　dislocation−govemed　degradation　in　crystal　quality　of　heteroepitaxial　materials：the　　　case　of　InAIN　nearly　lattice−matched　to　GaN　．．．．．．．．＿．．．．＿＿．＿．．．．．＿．＿．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94［12］Epitaxial　grapheme　on　Si（111）substrate　grown　by　annealing　3C−SiC／carbonized　silicon．．．．．．．．．．．．．．．．．．98　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く［13］Ef琵ct　of　growth　temperature　qn　structural　quality　of　InAIN　layer　lattice　matched　to　GaN　grOwn　　　by　metal　organic　chemical　vapor　deposition’．＿＿．＿．．．＿．＿＿．．．．＿．．＿．＿＿＿＿．．．．．．＿．L＿＿＿．，＿．．．＿＿101［14］Si基板上AIGaN／GaNヘテロ構造に関する研究＿＿＿．．＿＿＿．．＿．＿＿＿＿＿．＿．．＿＿＿＿＿．＿＿．．．104Influence　of　deep−pits　on　the　device　characteristics　of　meta1−organic　chemical　vapor　depositiongro�oAIGaN／GaN　high−electron　mobility　transistors　on　silicon　substrate＿．．＿＿＿．＿＿＿．．＿．＿＿＿591mproved　power　device　figure−of」merit　（4．Ox　l　O8　V2Ω‘lcm’2）　in　AIGaN／GaNhigh−electron−mobility　transistors　on　high−resistivity　4−in．　Si　＿＿．．．．．＿．．．．．＿．＿．．＿＿＿＿．．＿＿．＿＿．．．62Trap　characterization　of　∫η一ぷW　　metal−organic　chemical　vapor　deposition　grownAIN／AIGaN／GaN　metal−insulator−semiconductor．　heterostructures　by　f士equency　depende皿tconductance　tec�qique．．．＿＿＿＿＿．．．＿．＿．．＿＿．．．．．．＿．．．．＿＿＿．＿．＿．．．．．．＿．．．．．＿＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿．＿．65Suppression　of　gate　leakage　and　enhancement　of　breakdown　voltage　using　thermally　oxidized　Allayer　as　gate　dielectric　fbr　AIG州／GaN　metal−oxide−semiconductor　high−electron−mobilitytranslstors　＿＿＿．＿＿．＿＿＿．＿．＿＿．．＿＿＿＿．＿．＿＿．＿＿＿．＿＿＿．＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿＿＿．＿．．＿68Characterization　of　GaN−based　light　emitting　diodes　grown　on　4−in．　Si（111）substrate＿．．c．＿＿＿＿72High　per品�oance　of　GaN−based　light　emi廿ing　diodes　grown　on　4−in．　Si（111）substarate．．．．．．．．．．＿．．75E危・t・fm・t・1−P・ecurs・・gas　rati…nAII・N／G“・t・u・加・e・品・hi帥・伍・i・n・y・1仕avi・1・tphotodiodes　…………………………・………………・・…∵・…………．．．＿．＿＿．＿＿＿．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．＿．．．．．．．．．◆◆．78Schottky　ba∬ier　height　inhomogeneity−induced　deviation　ffom　near−ideal　Pd乃nAIN　Schottkycontact　＿＿＿＿＿＿．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．＿．．＿．＿．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．＿．＿．＿．．．．＿．＿．．．84Deep　traps　in　InAIN　lattice−matched　to　GaN　grown　by　metal　organic　chemical　vapor　depositionstudied　by　deep−level　transient　spectroscopy　．．．＿．＿．．．、．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．＿．＿．．．．．＿．．＿．．．．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．87　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91本研究関連の新聞記事　＿＿．．．．．．＿＿＿．．．．．．．．．＿＿＿．．．．＿＿．．．＿＿．＿．．＿＿＿＿＿．＿．＿．＿．＿．＿＿＿＿．＿＿＿．109教職員名簿　．＿＿＿．∴＿＿．．．・＿＿．・．．＿＿．＿＿＿．＿．．＿．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．＿．ll5

